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(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zum Herstel-
len einer Mehrzahl von optoelektronischen Halbleiterbauele-
menten (1) angegeben, das folgende Schritte aufweist:

a) Bereitstellen einer Mehrzahl von Halbleiterchips (2), die in
einer lateralen Richtung voneinander beabstandet sind;

b) Ausbilden eines Gehausekdrperverbunds (30), der zumin-
dest bereichsweise zwischen den Halbleiterchips angeord-
net ist;

c) Ausbilden einer Mehrzahl von Kehlen (4), die jeweils an
einen Halbleiterchip angrenzen und die in lateraler Richtung
durch eine Seitenflache (20) des jeweiligen Halbleiterchips
und den Gehausekoérperverbund begrenzt sind; und

d) Vereinzeln des Gehausekorperverbunds in eine Mehr-

zahl von optoelektronischen Halbleiterbauelementen, wobei 1 1 “ a1
jedes Halbleiterbauelement zumindest einen Halbleiterchip { # 3 Lf
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einer einer Montageflache (15) gegeniberliegenden Strah- ‘/’

lungsaustrittsflache (10) der Halbleiterbauelemente frei von ( T \
Material des Gehausekoérpers sind. 15 20
Weiterhin wird ein Halbleiterbauelement angegeben. &9
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Beschreibung

[0001] Fur Halbleiterbauelemente wie Leuchtdioden
sind beispielsweise Bauformen bekannt, bei de-
nen die zur Erzeugung von Strahlung vorgesehe-
nen Halbleiterchips in vorgefertigte Gehduse montiert
werden. Solche Bauformen sind zur Herstellung be-
sonders kompakter LEDs nur schwer miniaturisier-
bar.

[0002] Eine Aufgabe ist es, ein Verfahren zur Her-
stellung anzugeben, durch das die sich durch opto-
elektronische Halbleiterbauelemente mit einer kom-
pakten Bauform und einer hohen Auskoppeleffizienz
zuverlassig hergestellt werden kénnen. Weiterhin soll
ein solches Halbleiterbauelement angegeben wer-
den.

[0003] Diese Aufgaben werden unter anderem durch
ein Verfahren beziehungsweise ein Halbleiterbauele-
ment gemal den unabhéngigen Patentanspriichen
gel6st. Ausgestaltungen und ZweckmaRigkeiten sind
Gegenstand der abhangigen Patentanspriiche.

[0004] Es wird ein Verfahren zum Herstellen einer
Mehrzahl von optoelektronischen Halbleiterbauele-
menten angegeben.

[0005] Gemall zumindest einer Ausfihrungsform
des Verfahrens weist das Verfahren einen Schritt
auf, in dem eine Mehrzahl von Halbleiterchips bereit-
gestellt wird. Die insbesondere optoelektronischen
Halbleiterchips sind in einer lateralen Richtung von-
einander beabstandet. Beispielsweise liegen die
Halbleiterchips auf einem Hilfstrager vor. Der Hilfstra-
ger kann flexibel, beispielsweise als Folie oder starr
ausgebildet sein.

[0006] Gemall zumindest einer Ausfihrungsform
des Verfahrens umfasst das Verfahren einen Schritt,
in dem ein Gehausekorperverbund ausgebildet wird,
der zumindest bereichsweise zwischen den Halb-
leiterchips angeordnet ist. Der Gehdusekorperver-
bund wird insbesondere mittels eines Giel3-Verfah-
rens hergestellt. Unter den Begriff Giel3-Verfahren
fallen hierbei alle Herstellungsverfahren, bei denen
eine Formmasse in eine vorgegebene Form einge-
bracht wird und insbesondere nachfolgend gehar-
tet wird. Insbesondere umfasst der Begriff GieR3-Ver-
fahren Giellen (casting), Spritzgie3en (injection mol-
ding), Spritzpressen (transfer molding) und Form-
pressen (compression molding).

[0007] Der Gehausekorperverbund und damit die
aus dem Gehausekdrperverbund ausgebildeten Ge-
hausekdrper ist insbesondere flir die von dem in
Betrieb des Halbleiterbauelements vom Halbleiter-
chip zu detektierende oder emittierte Strahlung strah-
lungsundurchldssig ausgebildet.
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[0008] In einer Ausgestaltungsvariante ist der Ge-
hausekorper fur die Strahlung reflektierend ausgebil-
det, das heil3t der Gehdusekdrper weist eine Reflekti-
vitat von mindestens 55 % auf. Bevorzugt betragt die
Reflektivitat mindestens 80 %.

[0009] In einer alternativen Ausgestaltungsvariante
ist der Gehadusekdrper fur die Strahlung absorbie-
rend ausgebildet. Das heif3t, der Gehausekdrper ab-
sorbiert mindestens 55 % der auftreffenden Strah-
lung. Beispielsweise ist der Gehdusekoérper durch ein
schwarzes Material gebildet.

[0010] Die Halbleiterchips weisen insbesondere ei-
nen Halbleiterkérper mit einem zur Erzeugung von
Strahlung vorgesehenen aktiven Bereich auf. Der
Halbleiterkorper, insbesondere der aktive Bereich
enthalt beispielsweise ein lll-V-Verbindungshalblei-
termaterial. Weiterhin umfasst der Halbleiterchip ins-
besondere einen Trager, auf dem der Halbleiter-
korper angeordnet ist. Beispielsweise ist der Tra-
ger ein Aufwachssubstrat fir die Halbleiterschichten
des Halbleiterkdrpers. Alternativ ist der Trager von
einem Aufwachssubstrat fir die Halbleiterschichten
des Halbleiterkdrpers verschieden. In diesem Fall
dient der Trager der mechanischen Stabilisierung
des Halbleiterkdrpers, sodass das Aufwachssubstrat
hierfir nicht erforderlich ist und entfernt werden kann.

[0011] Ein Halbleiterchip, bei dem das Aufwachs-
substrat entfernt ist, wird auch als Dinnfilm-Halblei-
terchip bezeichnet.

[0012] Gemal zumindest einer Ausfiihrungsform
des Verfahrens umfasst das Verfahren einen Schritt,
in dem eine Mehrzahl von Kehlen ausgebildet wird,
die jeweils an einen Halbleiterchip angrenzen. In late-
raler Richtung sind die Kehlen jeweils durch eine Sei-
tenflache des jeweiligen Halbleiterchips und den Ge-
hausekoérperverbund begrenzt. Im Bereich der Keh-
len grenzt der Gehausekdrperverbund also nicht un-
mittelbar an die Seitenflache der Halbleiterchips an.

[0013] In vertikaler Richtung kénnen sich die Keh-
len Uber die gesamte Héhe des Halbleiterchips oder
nur Uber einen Teil des Halbleiterchips erstrecken.
Unter einer vertikalen Richtung wird im Zweifel ei-
ne Richtung verstanden, die senkrecht zur Montage-
flache des Halbleiterbauelements verlauft. Entspre-
chend verlauft eine laterale Richtung parallel zur
Montageflache.

[0014] Die Kehlen sind insbesondere zur Erh6hung
der Auskoppeleffizienz der Halbleiterchips vorgese-
hen.

[0015] Gemal zumindest einer Ausfiihrungsform
des Verfahrens umfasst das Verfahren einen Schritt,
in dem der Gehausekoérperverbund in eine Mehrzahl
von optoelektronischen Halbleiterbauelementen ver-
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einzelt wird, wobei jedes vereinzelte Halbleiterbau-
element zumindest einen Halbleiterchip und einen
Teil des Gehausekorperverbunds als Gehdusekorper
aufweist.

[0016] Die Gehausekoérper entstehen aus dem Ge-
hausekdrperverbund also erst beim Vereinzeln und
somit zu einem Zeitpunkt, zu dem sich die Halbleiter-
chips bereits in dem Gehausekdrper befinden.

[0017] Gemal zumindest einer Ausfihrungsform
des Verfahrens sind die Halbleiterchips beim Verein-
zeln des Gehausekdrperverbunds jeweils an einer ei-
ner Montageflache gegentiiberliegenden Strahlungs-
austrittsflaiche der Halbleiterbauelemente frei vom
Material des Gehausekorpers. Weiterhin konnen die
Halbleiterchips an der Montageflache frei vom Mate-
rial des Gehdusekorpers. Auf der Strahlungsaustritts-
flache und gegebenenfalls auch auf der Montagefla-
che befindet sich also abgesehen von allenfalls ferti-
gungsbedingten Rickstédnden kein Material des Ge-
hausekorpers. Die in dem Gehadusekdrper angeord-
neten und mechanisch stabil mit dem Gehausekor-
per verbundenen Halbleiterchips sind also lediglich in
lateraler Richtung in dem Geh&usekoérper eingebet-
tet. In vertikaler Richtung kdnnen sich die Halbleiter-
chips vollstandig durch den Gehausekérper hindurch
erstrecken.

[0018] In mindestens einer Ausflihrungsform des
Verfahrens zum Herstellen einer Mehrzahl von op-
toelektronischen Halbleiterbauelementen wird eine
Mehrzahl von Halbleiterchips bereitgestellt, die in
einer lateralen Richtung voneinander beabstandet
sind. Ein Gehdusekérperverbund wird ausgebildet,
der zumindest bereichsweise zwischen den Halblei-
terchips angeordnet ist. Eine Mehrzahl von Kehlen
wird ausgebildet, die jeweils an einen Halbleiterchip
angrenzen und die in lateraler Richtung durch eine
Seitenflache des jeweiligen Halbleiterchips und den
Gehausekérperverbund begrenzt sind. Der Gehau-
sekdrperverbund wird in eine Mehrzahl von optoelek-
tronischen Halbleiterbauelementen vereinzelt, wobei
jedes Halbleiterbauelement zumindest einen Halblei-
terchip und einen Teil des Gehausekdrperverbunds
als Gehausekodrper aufweist und wobei die Halblei-
terchips an einer einer Montageflache gegenuberlie-
genden Strahlungsaustrittsflache der Halbleiterbau-
elemente frei vom Material des Gehausekorpers sind.

[0019] Mittels der Kehle kann im Falle eines als
Strahlungsemitter ausgebildeten Halbleiterbauele-
ments die Auskoppeleffizienz aus dem Halbleiterchip
erhoht werden. Eine maximale laterale Ausdehnung
der Kehle betragt vorzugsweise héchstens 100 uym,
besonders bevorzugt héchstens 50 ym. Eine kom-
pakte Ausgestaltung des Halbleiterbauelements wird
so vereinfacht.
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[0020] Gemal zumindest einer Ausfiihrungsform
des Verfahrens sind die Halbleierchips an der Mon-
tageflache jeweils frei von Material des Geh&dusekor-
pers. Die Halbleiterchips sind also an der Montage-
flache zugénglich, beispielsweise fir eine thermische
Kontaktierung und/oder eine elektrische Kontaktie-
rung.

[0021] Gemal zumindest einer Ausfiihrungsform
des Verfahrens ist die Kehle strahlungsdurchlas-
sig. Insbesondere ist die Kehle transparent oder zu-
mindest transluzent fir die von dem Halbleiterbau-
element im Betrieb erzeugte oder zu detektierende
Strahlung. Die erzeugte Strahlung kann an einer Sei-
tenflache des Halbleiterchips in die Kehle eingekop-
pelt werden und seitens der Strahlungsaustrittsflache
aus der Kehle austreten.

[0022] Gemal zumindest einer Ausfiihrungsform
des Verfahrens weist die Kehle eine Reflektivitat von
mindestens 80 % auf. Insbesondere weist die Keh-
le eine hdhere Reflektivitat auf als das Material des
Gehausekorpers. In diesem Fall kdnnen mittels der
Kehle die Absorptionsverluste reduziert werden.

[0023] Gemal zumindest einer Ausfiihrungsform
des Verfahrens werden die Halbleiterchips zur Aus-
bildung der Kehlen vor dem Ausbilden des Geh&u-
sekorperverbunds derart mit einem Umformungsma-
terial umformt, dass die Seitenflichen der Halblei-
terchips zumindest teilweise bedeckt sind und das
Umformungsmaterial beim Ausbilden des Gehause-
korperverbunds von einer Formmasse fir den Ge-
hausekorperverbund umformt wird. Das Ausbilden
der Kehlen, insbesondere die Definition der geome-
trischen Form der Kehlen erfolgt also zumindest teil-
weise noch bevor der Gehausekoérperverbund ausge-
bildet wird. Die Formmasse flir den Gehausekorper-
verbund grenzt an den Stellen, an denen das Umfor-
mungsmaterial vorhanden ist, nicht direkt an die Sei-
tenflache der zu umformenden Halbleiterchips an.

[0024] Gemal zumindest einer Ausfiihrungsform
des Verfahrens sind die Halbleiterchips beim Aus-
bilden des Gehausekdrperverbunds und/oder beim
Ausbilden der Mehrzahl von Kehlen auf einem Hilfs-
trager angeordnet. Vor dem Vereinzeln des Gehau-
sekorperverbunds kann der Hilfstréger entfernt wer-
den. Als Hilfstrager eignet sich beispielsweise eine
Folie, etwa eine selbsthaftende Folie oder ein starrer
Trager.

[0025] Gemaly zumindest einer Ausfiihrungsform
des Verfahrens wird das Umformungsmaterial so auf-
gebracht, dass es die Seitenflachen der Halbleiter-
chips und den Hilfstrager jeweils zumindest teilweise
bedeckt. Beim Aufbringen des Umformungsmaterials
sind die Halbleiterchips also bereits auf dem Hilfstra-
ger angeordnet. Das Umformungsmaterial wird ins-
besondere so auf die Halbleiterchips aufgebracht,
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dass die dem Hilfstrdger abgewandte Hauptflache
der Halbleiterchips frei von dem Umformungsmate-
rial bleibt. Das Umformungsmaterial kann beispiels-
weise aufgedruckt oder mittels eines Dispensers auf-
gebracht werden.

[0026] Gemal zumindest einer Ausfihrungsform
des Verfahrens wird das Umformungsmaterial auf ei-
nen Hilfstrager aufgebracht und die Halbleiterchips
werden so in das Umformungsmaterial gedrickt,
dass das Umformungsmaterial zumindest bereichs-
weise die Seitenflachen der Halbleiterchips bedeckt.
In diesem Fall kann das Umformungsmaterial gleich-
zeitig der Befestigung der Halbleiterchips an dem
Hilfstrager dienen. Die Dicke des Umformungsmate-
rials ist hierbei gezielt so eingestellt, dass die Sei-
tenflachen der Halbleiterchips vollstdndig oder zu-
mindest bereichsweise mit dem Umformungsmateri-
al benetzt werden. Die dem Hilfstréger abgewandte
Hauptflache der Halbleiterchips bleibt frei von dem
Umformungsmaterial.

[0027] Gemal zumindest einer Ausfihrungsform
des Verfahrens ist das Umformungsmaterial ein Fll-
material, das in den Halbleiterbauelementen ver-
bleibt. Beispielsweise ist das Fulllmaterial ein strah-
lungsdurchlassiges Material. Das Fullmaterial kann
weiterhin ein Strahlungskonversionsmaterial enthal-
ten, das zur zumindest teilweisen Strahlungskonver-
sion von in den Halbleiterchips erzeugter Strahlung
vorgesehen ist.

[0028] Alternativ kann das Fillmaterial fir die von
dem Halbleiterchip zu erzeugende und/oder zu emp-
fangende Strahlung eine Reflektivitdt von mindestens
80 % aufweisen. Mittels einer reflektierend ausgebil-
deten Kehle kann eine Strahlungsabsorption am Ge-
hausekdrper, insbesondere auch bei einem absorbie-
rend ausgebildeten Gehausekdrper, vermieden oder
zumindest verringert werden.

[0029] Gemaly zumindest einer Ausfihrungsform
des Verfahrens ist das Umformungsmaterial ein Hilfs-
material, das nach dem Ausbilden des Gehausekor-
perverbunds entfernt wird. Das Hilfsmaterial dient al-
so lediglich beim Ausbilden des Gehdusekorperver-
bunds zur Ausbildung der Mehrzahl von Kehlen. Mit
anderen Worten wird durch das Hilfsmaterial die geo-
metrische Form der spateren Kehlen festgelegt. Mit-
tels des Hilfsmaterials wird also vermieden, dass die
Formmasse beim Ausbilden des Gehausekdrperver-
bunds die Seitenflachen der zu umformenden Halb-
leiterchips vollstéandig bedeckt. Beispielsweise eignet
sich als Hilfsmaterial ein Klebstoff, der vergleichswei-
se leicht entfernbar ist, beispielsweise durch Tempe-
ratureinwirkung, ein Lésungsmittel und/oder ein nas-
schemisches Atzverfahren.

[0030] Gemall zumindest einer Ausfihrungsform
des Verfahrens erfolgt das Ausbilden der Mehrzahl
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von Kehlen nach dem Ausbilden des Gehdusekor-
perverbunds. Die Formmasse des Gehausekoérper-
verbunds kann also vor dem Ausbilden der Kehlen
die Seitenflachen der Halbleiterchips vollflachig be-
decken. Zur Ausbildung der Kehlen wird beispiels-
weise Material des Gehausekoérperverbunds entfernt.
Dies erfolgt beispielsweise mittels koharenter Strah-
lung, etwa Laser-Strahlung. Die Ausbildung der Keh-
len erfolgt vorzugsweise derart, dass die Formmas-
se des Gehausekdrperverbunds mit einer Flachen-
belegung von héchstens 50 % der Seitenflachen der
Halbleiterchips an die Seitenflachen angrenzt.

[0031] Gemal zumindest einer Ausfiihrungsform
des Verfahrens wird die Kehle nach dem Ausbilden
des Gehausekdrperverbunds mit einem Fillmaterial
befillt. Im Vergleich zu einer unbefiillten Kehle kann
mittels des Fullmaterials der Brechungsindexunter-
schied an der Seitenflache des Halbleiterchips verrin-
gert werden.

[0032] Gemaly zumindest einer Ausfiihrungsform
des Verfahrens werden die Halbleiterchips beim Aus-
bilden des Gehausekérperverbunds Uberformt und
der Gehausekdrperverbund wird nachfolgend ge-
dinnt, sodass die Halbleiterchips bereichsweise frei-
liegen. Die dem Hilfstréger abgewandte Hauptflache
der Halbleiterchips wird also zunachst vom Material
des Gehausekdrperverbunds Gberdeckt und nachfol-
gend wieder freigelegt. Das Dinnen des Gehause-
korperverbunds kann beispielsweise mechanisch, et-
wa mittels Schleifens oder Lappens erfolgen.

[0033] Durch das Freilegen der Halbleiterchips kon-
nen Halbleiterbauelemente hergestellt werden, bei
denen die im Betrieb in den Halbleiterchips erzeugte
Verlustwadrme direkt an der Montageflache der Halb-
leiterbauelemente abgefihrt werden kann, ohne dass
die Warme Material des Gehausekoérpers passieren
muss.

[0034] Ein optoelektronisches Halbleiterbauelement
weist gemal zumindest einer Ausfihrungsform eine
Montageflache und eine der Montageflache gegen-
Uberliegende Strahlungsaustrittsflache auf. Weiterhin
weist das Halbleiterbauelement einen zur Erzeugung
und/oder zum Empfangen von Strahlung vorgesehe-
nen Halbleiterchip auf.

[0035] Gemal zumindest einer Ausfiihrungsform
des optoelektronischen Halbleiterbauelements weist
das Halbleiterbauelement einen Gehausekoérper auf,
der den Halbleiterchip in einer lateralen Richtung um-
gibt, wobei der Halbleiterchip an der Strahlungsaus-
trittsflache frei vom Material des Gehausekorpers ist.
Beispielsweise ragt der Gehdusekdrper in vertikaler
Richtung auf der der Montageflache gegeniber lie-
genden Seite nicht oder zumindest nicht wesentlich,
beispielsweise um héchstens 10 um, tber den Halb-
leiterchip hinaus.
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[0036] GemalR zumindest einer Ausfiihrungs-
form des optoelektronischen Halbleiterbauelements
grenzt an eine Seitenfliche des Halbleiterchips ei-
ne Kehle an, die in einer parallel zur Montageflache
verlaufenden lateralen Richtung durch die Seitenfla-
che des Halbleiterchips unter dem Gehausekorper
begrenzt ist.

[0037] In mindestens einer Ausflihrungsform des
optoelektronischen Halbleiterbauelements weist das
Halbleiterbauelement eine Montageflache und ei-
ne der Montageflache gegeniberliegende Strah-
lungsaustrittsflache auf. Das Halbleiterbauelement
weist einen zur Erzeugung und/oder zum Empfan-
gen von Strahlung vorgesehenen Halbleiterchip auf.
Das Halbleiterbauelement weist einen Gehausekor-
per auf, der den Halbleiterchip in einer lateralen Rich-
tung umgibt. Der Halbleiterchip ist an der Strah-
lungsaustrittsflache frei vom Material des Gehduse-
kérpers. An einer Seitenfliche des Halbleiterchips
grenzt eine Kehle an, die in einer parallel zur Mon-
tageflache verlaufenden lateralen Richtung durch die
Seitenflache des Halbleiterchips und den Gehause-
korper begrenzt ist.

[0038] Der Gehausekérper kann in lateraler Rich-
tung bereichsweise an den Halbleiterchip unmittelbar
angrenzen oder entlang des gesamten Umfangs des
Halbleiterchips an jeder Stelle von dem Halbleiterchip
beabstandet sein. Vorzugsweise weist der Gehause-
korper an zumindest einer Stelle einen Abstand von
héchstens 10 um vom Halbleiterchip auf. Auf diese
Weise ist ein besonders kompaktes Halbleiterbauele-
ment realisierbar.

[0039] Gemall zumindest einer Ausfihrungsform
des Halbleiterbauelements verlauft die Kehle ent-
lang des gesamten Umfangs des Halbleiterchips. Der
Halbleiterkdrper grenzt also entlang des gesamten
Umfangs in vertikaler Richtung zumindest bereichs-
weise nicht direkt an den Halbleiterchip an.

[0040] Gemall zumindest einer Ausfihrungsform
des Halbleiterbauelements verjingt sich die Keh-
le von der Strahlungsaustrittsflache aus gesehen in
Richtung der Montageflache. Beispielsweise weist
die Kehle von der Strahlungsaustrittsflache aus ge-
sehen eine konvexe Krimmung auf.

[0041] Aus der Seitenflache des Halbleiterchips aus-
tretende Strahlung kann so effizient zur Normalen auf
die Strahlungsaustrittsflache hin umgelenkt werden.

[0042] Gemall zumindest einer Ausfihrungsform
des Halbleiterbauelements enthalt die Kehle ein
Strahlungskonversionsmaterial. Das Strahlungskon-
versionsmaterial ist beispielsweise daflir vorgese-
hen, im Halbleiterchip erzeugte Primérstrahlung mit
einer ersten Peak-Wellenldnge in Sekundarstrahlung
mit einer von der ersten Peak-Wellenlange verschie-

2015.05.21

denen zweiten Peak-Wellenldnge zu konvertieren.
Beispielsweise ist das Halbleiterbauelement zur Er-
zeugung eines Mischlichts, insbesondere eines fir
das menschliche Auge weil} erscheinenden Misch-
lichts, vorgesehen.

[0043] Das vorstehend beschriebene Verfahren zur
Herstellung von optoelektronischen Halbleiterbauele-
menten ist fir die Herstellung des optoelektronischen
Halbleiterbauelements besonders geeignet. In Zu-
sammenhang mit dem Verfahren angeflihrte Merk-
male kénnen daher auch fur das Halbleiterbauele-
ment herangezogen werden oder umgekehrt.

[0044] Weitere Merkmale, Ausgestaltungen und
Zweckmaligkeiten ergeben sich aus der folgenden
Beschreibung der Ausflihrungsbeispiele in Verbin-
dung mit den Figuren.

[0045] Gleiche, gleichartige oder gleichwirkende
Elemente sind in den Figuren mit denselben Bezugs-
zeichen versehen.

[0046] Die Figuren und die GréRenverhaltnisse der
in den Figuren dargestellten Elemente untereinan-
der sind nicht als mafstablich zu betrachten. Viel-
mehr kdnnen einzelne Elemente und insbesondere
Schichtdicken zur besseren Darstellbarkeit und/oder
zum besseren Verstandnis Ubertrieben grol3 darge-
stellt sein.

[0047] Es zeigen:

[0048] die Fig. 1A bis Fig. 1E, Fig. 2A bis Fig. 2E
und Fig. 3A bis Fig. 3E jeweils ein Ausfuhrungs-
beispiel fur ein Verfahren zur Herstellung von opto-
elektronischen Halbleiterbauelementen anhand von
jeweils in schematischer Schnittansicht dargestellten
Zwischenschritten; und

[0049] die Fig. 4A und Fig. 4B ein Ausfiihrungs-
beispiel fir ein Halbleiterbauelement in Draufsicht
(Fig. 4B) und zugehoriger Schnittansicht (Fig. 4A).

[0050] In den Fig. 1A bis Fig. 1E ist ein erstes
Ausfuhrungsbeispiel fir ein Verfahren zum Herstel-
len einer Mehrzahl von optoelektronischen Halb-
leiterbauelementen gezeigt. Wie in Fig. 1A darge-
stellt wird eine Mehrzahl von Halbleiterchips 2 auf
einem Hilfstrdger 5 angeordnet. Die nachfolgende
Beschreibung erfolgt exemplarisch fir strahlungs-
emittierende Halbleiterbauelemente. Die Halbleiter-
chips sind beispielsweise Luminiszenzdioden-Halb-
leiterchips, etwa Leuchtdioden-Halbleiterchips. Da-
von abweichend kénnen die Halbleiterbauelemente
aber auch zum Empfangen von Strahlung vorgese-
hen sein und beispielsweise einen als Photodiode
ausgebildeten Halbleiterchip aufweisen.
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[0051] In einer vertikalen Richtung erstrecken sich
die Hableiterchips 2 zwischen einer Vorderseite 28
und einer Rickseite 29. Als Vorderseite wird dieje-
nige Seite der Halbleiterchips bezeichnet, durch die
im Betrieb der spateren Halbleiterbauelemente die in
den Halbleiterchips erzeugte Strahlung austritt. Die
Halbleiterchips sind so auf dem Hilfstrager 5 angeord-
net, dass die Vorderseite dem Hilfstrdger zugewandt
ist.

[0052] Fur den Hilfstrager 5 eignet sich beispielswei-
se eine selbsthaftende Folie. Alternativ kann die Be-
festigung der Halbleiterchips auch mittels eines tem-
poraren Klebstoffs, mittels eines Wachses, mittels so
genannter Expancels oder mittels eines Silikons er-
folgen. Das die Haftung der Halbleiterchips bewir-
kende Mittel kann ausschlieRlich unterhalb der Halb-
leiterchips ausgebildet sein, so dass der Hilfstrager
zwischen den Halbleiterchips freiliegt. Alternativ kann
der Hilfstrager vollflachig bedeckt sein.

[0053] Auf den Hilfstrager 5 wird ein Fillmaterial 40
so aufgebracht, dass das Fullmaterial die Seitenfla-
chen 20 der Halbleiterchips vollstdndig oder zumin-
dest bereichsweise bedeckt. Dies kann beispielswei-
se mittels eines Dispensers erfolgen. Optional kann
der Hilfstrager 5 in lateraler Richtung derart struktu-
riert sein, dass er Benetzungsflachen 51 aufweist. Die
Benetzungsflaichen weisen eine hdhere Benetzbar-
keit auf als die zwischen den Benetzungsflachen 51
angeordneten Bereiche der den Halbleiterchips 2 zu-
gewandten Oberflache des Hilfstragers 5. Beispiels-
weise konnen die Benetzungsflachen 51 hydrophil
und die weiteren Bereiche der Oberflache des Hilfs-
tragers 5 hydrophob ausgebildet sein. Beispielswei-
se kann sich Silikon durch hydrophobe Eigenschaf-
ten auszeichnen.

[0054] Die geometrische Form der Kehlen wird al-
so nicht durch eine vordefinierte GielRform bestimmt,
sondern selbstorganisiert.

[0055] Insbesondere ist die geometrische Form
durch die Materialeigenschaften des Fullmaterials
40, beispielsweise die Oberflachenspannung und die
Viskositat, und die Benetzbarkeit des Hilfstragers und
der Halbleiterchips 2 mit dem Fillmaterial einstellbar.

[0056] Die laterale Ausdehnung der Kehle 4 verrin-
gert sich von der Vorderseite des Halbleiterchips 28
in Richtung der Ruckseite 29. In dem gezeigten Aus-
fihrungsbeispiel ist der Hilfstrager 5 zwischen be-
nachbarten Halbleiterchips 2 bereichsweise frei von
dem Fullmaterial.

[0057] Nachfolgend werden die Halbleiterchips 4 mit
den in lateraler Richtung an die Halbleiterchips 2
angrenzenden Kehlen 4 von einer Formmasse zur
Ausbildung eines Gehdusekdrperverbunds 30 um-
formt (Fig. 1C). In den gezeigten Ausfihrungsbei-
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spielen bedeckt der Gehausekorperverbund 30 auch
die Rickseite 29 der Halbleiterchips 2. Das Ausbilden
des Gehausekdrperverbunds 30 erfolgt beispielswei-
se mittels eines Giel3-Verfahrens.

[0058] In einem nachfolgenden Herstellungsschritt
kann der Gehausekoérperverbund 30 von der dem
Hilfstrager 5 abgewandten Seite her gediinnt werden,
beispielsweise mittels eines mechanischen Verfah-
rens wie Schleifens.

[0059] Anstelle eines Uberformens der Halbleiter-
chips 2 auf der Ruckseite 29 und eines nachfolgen-
den Dinnens des Gehausekorperverbunds 30 kann
der Gehausekoérperverbund auch bereits so ausge-
bildet werden, dass die Riickseiten 28 der Halblei-
terchips 2 freiliegen. Hierfir kann beispielsweise ein
folienassistiertes Giel3-Verfahren (Film-Assisted Mol-
ding) Anwendung finden.

[0060] In Fig. 1D ist der Gehausekorperverbund 30
mit den darin eingebetteten Halbleiterchips 2 nach
dem Entfernen des Hilfstragers 5 gezeigt. Nach dem
Entfernen des Hilfstragers 5 ist die Vorderseite des
Halbleiterchips 28 zuganglich, beispielsweise fiir eine
elektrische Kontaktierung der Halbleiterchips. Dies ist
zur vereinfachten Darstellung in den Figuren nicht ge-
zeigt und wird ebenso wie mdgliche Ausgestaltungen
der Halbleiterchips anhand der Fig. 4A und Fig. 4B
erlautert.

[0061] Zum Vereinzeln in Halbleiterbauelemente 1
kann der Gehausekorperverbund 30 entlang von Ver-
einzelungslinien 7 durchtrennt werden. Dies kann
beispielsweise mechanisch, etwa mittels Sagens,
chemisch, beispielsweise mittels Atzens und/oder
mittels koharenter Strahlung, etwa durch Laserabla-
tion, erfolgen.

[0062] Bei einer strahlungsdurchldssig ausgebilde-
ten Kehle 4 kann im Betrieb des Halbleiterbauele-
ments Strahlung auch durch die Seitenflachen 20 des
Halbleiterchips 2 austreten. Eine zwischen der Keh-
le 4 und dem aus dem Gehausekoérperverbund her-
vorgehenden Gehausekdrper 3 bestehende Grenz-
flache 31 kann eine Reflektorflache bilden, durch die
die seitlich austretende Strahlung geblndelt werden
kann.

[0063] Das Fullmaterial 40 kann weiterhin mit einem
Strahlungskonversionsmaterial versetzt sein, das im
Betrieb der Halbleiterchips 2 erzeugte Strahlung, bei-
spielsweise blaue Strahlung zumindest zum Teil in
Sekundarstrahlung konvertiert, beispielsweise in gel-
be Strahlung. Bei einer strahlungsdurchléassigen Keh-
le 4 ist die Grenzflache 31 reflektierend ausgebildet
und weist beispielsweise eine Reflektivitdt von min-
destens 80 % auf. Beispielsweise ist der Gehause-
korper 3 durch ein Material gebildet, das mit Weil3-
Pigmenten versetzt ist.
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[0064] Alternativ kann die Kehle 4 auch selbst aus
einem Fullmaterial gebildet sein, das fur die im Halb-
leiterchip erzeugte Strahlung eine hohe Reflektivitat,
beispielsweise eine Reflektivitdt von mindestens 80
% aufweist. Die Kehle schiitzt somit auch den Gehau-
sekodrper 3 vor einer Schadigung durch in dem Halb-
leiterchip im Betrieb erzeugte Strahlung.

[0065] Das Material fir den Gehausekoérper 3 kann
unabhangig von den optischen Eigenschaften und
seiner Strahlungsstabilitdt gewahlt werden. Bei-
spielsweise eignet sich in diesem Fall fir den Ge-
hausekorper 3 ein schwarzes Epoxid-Material (,black
epoxy“). Ein solches Material ist aufgrund seiner brei-
ten Verbreitung in der Elektronik besonders kosten-
glnstig verfiigbar und zeichnet sich durch eine gute
Verarbeitbarkeit aus.

[0066] Die Rickseite 29 der Halbleiterchips 2 liegt
an einer Montageflaiche 15 des Halbleiterbauele-
ments 1 frei, sodass im Betrieb die im Halbleiterchip
erzeugte Abwarme effizient Gber die Montageflache
15 abgefihrt werden kann. Davon abweichend ist je-
doch auch denkbar, dass das Material des Gehause-
korpers 3 die Ruckseite 29 des Halbleiterchips 2 be-
deckt.

[0067] Aufder der Montageflache abgewandten Sei-
te ragt der Gehausekarper in vertikaler Richtung nicht
oder zumindest nicht wesentlich Gber den Halbleiter-
chip hinaus. Eine besonders kompakte Bauform wird
so vereinfacht. Das in den Fig. 2A bis Fig. 2E darge-
stellte zweite Ausfihrungsbeispiel entspricht im We-
sentlichen den im Zusammenhang mit den Fig. 1A
bis Fig. 1E beschriebenen ersten

[0068] Ausflihrungsbeispiel. Im Unterschied hierzu
wird auf dem Hilfstrager 5 ein Hilfsmaterial 41 aufge-
bracht, noch bevor die Halbleiterchips 2 an dem Tra-
ger 5 befestigt werden (Fig. 2A). Das Aufbringen des
Hilfsmaterials kann beispielsweise mittels Druckens
oder eines Jetting-Verfahrens erfolgen.

[0069] Nachfolgend werden die Halbleiterchips 2 in
das Hilfsmaterial 41 eingedriickt, sodass das Hilfs-
material 41 die Seitenflachen 20 der Halbleiterchips
2 benetzt. Zwischen benachbarten Halbleiterchips 2
bildet sich in dem Hilfsmaterial 41 ein Meniskus 410
aus. Im Bereich des Meniskus 410 weist das Hilfsma-
terial 41 eine geringere vertikale Ausdehnung auf als
in dem Bereich, in dem das Hilfsmaterial an die Halb-
leiterchips 2 angrenzt (Fig. 2B).

[0070] Das Hilfsmaterial 41 dient also auch der Be-
festigung der Hableiterchips 2 an dem Hilfstrager 5.

[0071] Als Hilfsmaterial 41 eignet sich insbesonde-
re ein Material, das sich in einem spateren Verfah-
rensschritt ohne die Gefahr einer Schadigung der
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weiteren Elemente einfach und zuverlassig entfernen
Iasst.

[0072] Wiein Fig. 2C dargestellt, werden die Halblei-
terchips 2 mit dem Hilfsmaterial 41 nachfolgend von
einer Formmasse zur Ausbildung eines Gehausekor-
perverbunds 30 umformt. Dies kann wie im Zusam-
menhang mit Fig. 1C beschrieben erfolgen. Aufgrund
des Hilfsmaterials 41 grenzt der Gehausekorperver-
bund 30 nicht oder zumindest mit einer Flachenbele-
gung von hdchstens 20 %, bevorzugt von héchstens
10 %, an die Halbleiterchips 2 an.

[0073] Fig. 2D zeigt ein Verfahrensstadium, in dem
der Hilfstrager 5 und das Hilfsmaterial 41 entfernt
sind. Fur das Entfernen des Hilfsmaterials eignet sich
abhangig vom Hilfsmaterial beispielsweise ein L6-
sungsmittel, ein Atzverfahren oder eine thermische
Behandlung, bei der das Hilfsmaterial 41 schmilzt.

[0074] Die mittels des Hilfsmaterials 41 gebildete
Kehle 4 kann nachfolgend mit einem Fullmaterial 40
befillt werden. Dies kann beispielsweise mittels ei-
nes Dosierungs-Verfahrens, etwa mittels eines Dis-
pensers oder mittels eines Giel3-Verfahrens erfolgen.

[0075] Bezlglich ihrer optischen Eigenschaften
kann die Kehle 4 im Zusammenhang mit Fig. 1A be-
schrieben ausgebildet sein. Alternativ ist auch denk-
bar, dass die Kehle 4 nicht mit einem Fullmaterial be-
fullt wird, sondern frei bleibt. Dadurch wird der Bre-
chungsindexunterschied an der Seitenflache 20 des
Halbleiterchips 2 maximiert. Aufgrund von Totalrefle-
xion wird so der Strahlungsanteil minimiert, der durch
die Seitenflache 20 der Halbleiterchips 2 austreten
kann.

[0076] Das in Fig. 3A bis Fig. 3E dargestellte dritte
Ausflihrungsbeispiel entspricht im Wesentlichen dem
in Zusammenhang mit den Fig. 1A bis Fig. 1E be-
schriebenen ersten Ausfiihrungsbeispiel. Im Unter-
schied hierzu werden die auf dem Hilfstrager 5 be-
reitgestellten Halbleiterchips 2 (Fig. 3A) zunachst so
von einer Formmasse zur Ausbildung eines Gehau-
sekorperverbunds 30 umformt, dass die Formmas-
se vollflachig an die Seitenflachen 20 der Halbleiter-
chips 20 angrenzt. Im Unterschied zum ersten Aus-
fuhrungsbeispiel werden die Halbleiterchips 2 so plat-
ziert, dass die Riickseite 29 der Halbleiterchips dem
Hilfstréger 5 zugewandt ist.

[0077] Wie in den Fig. 3B und Fig. 3C gezeigt kann
das Ausbilden des Gehausekérperverbunds 30 wie-
derum derart erfolgen, dass die Halbleiterchips 2 zu-
nachst vollstandig in die Formmasse fur den Gehau-
sekdrperverbund 30 eingebettet werden und nachfol-
gend der Gehausekoérperverbund so gedinnt wird,
dass die Vorderseite 28 der Halbleiterchips 2 freiliegt.
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[0078] Nachfolgend wird Material des Geh&usekor-
perverbunds 30, das an die Seitenflaichen 20 der
Halbleiterchips angrenzt, bereichsweise abgetragen.
Dies kann beispielsweise mittels Laserablation erfol-
gen. In vertikaler Richtung erstreckt sich die Keh-
le 4 nur bereichsweise Uber die Seitenflache 20 der
Halbleiterchips 2, sodass auch nach dem Ausbilden
der Kehle 4 Material des Gehausekdrperverbunds 30
an die Seitenflache 20 angrenzt. Je gréRer der Be-
reich ist, in dem der Gehausekdrperverbund 30 an
die Halbleiterchips 2 angrenzt, desto leichter ist eine
mechanisch stabile Verbindung zwischen den Halb-
leiterchips 2 und dem Gehé&usekoérperverbund 30 er-
zielbar. Andererseits kann durch eine groéfiere verti-
kale Ausdehnung der Kehlen 4 die Auskoppeleffizi-
enz verbessert werden. Die Flachenbelegung, mit der
der Gehausekorperverbund 30 nach dem Ausbilden
der Kehlen 4 die Seitenflachen 20 des Halbleiterchips
2 bedeckt, betragt vorzugsweise héchstens 50 %.

[0079] Nach dem Ausbilden der Kehlen 4 kdnnen
diese wie im Zusammenhang mit Fig. 2E beschrie-
ben beflillt werden oder unbefilllt bleiben.

[0080] Ein Ausfiihrungsbeispiel fir ein Halbleiter-
bauelement ist in Fig. 4B in Draufsicht und in sche-
matischer Schnittansicht entlang der Linie AA‘ in
Fig. 4A dargestellt. Das Halbleiterbauelement 1 weist
einen Halbleiterchip 2 auf. Der Halbleiterchip 2 um-
fasst einen Halbleiterkérper 21 mit einem zur Erzeu-
gung von Strahlung vorgesehenen aktiven Bereich
22 und ein Substrat 25. An einer Rickseite 29 des
Halbleiterchips 2 ist eine Spiegelschicht 26 ausgebil-
det. Die Spiegelschicht kann beispielsweise eine me-
tallische Spiegelschicht oder ein Bragg-Spiegel mit
einer Mehrzahl von dielektrischen Schichten sein. An
einer Vorderseite 28 weist der Halbleiterchip 2 zwei
Anschlussflachen zur elektrischen Kontaktierung des
Halbleiterchips auf (nicht explizit dargestellt).

[0081] Das Substrat 25 ist beispielsweise das Auf-
wachssubstrat fur den Halbleiterkérper 21. Beispiels-
weise eignet sich als Substrat ein strahlungsdurch-
I&ssiges Substrat wie Saphir oder Siliziumcarbid. In
lateraler Richtung ist der Halbleiterchip 2 von einem
Gehausekoérper 3 umschlossen. Zwischen dem Ge-
hausekdrper 3 und dem Halbleiterchip 2 ist eine Keh-
le 4 ausgebildet. Die Kehle 4 umlauft den Halblei-
terchip 2 in lateraler Richtung entlang des gesam-
ten Umfangs. Weiterhin weist die Kehle 4 eine latera-
le Ausdehnung auf, die mit zunehmendem Abstand
von der Strahlungsaustrittsflache 10 des Halbleiter-
bauelements 1 abnimmt. Die Kehle 4 kann wie im
Zusammenhang mit Fig. 1E beschrieben strahlungs-
durchlassig oder reflektierend ausgebildet sein.

[0082] Das Halbleiterbauelement 1 weist an einer
der Strahlungsaustrittsflache 10 gegeniiberliegenden
Montageflache 15 einen ersten Kontakt 61 und einen
zweiten Kontakt 62 auf. Durch Anlegen an externen
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elektrischen Spannungen zwischen diesen Kontak-
ten kénnen Ladungstrager von verschiedenen Sei-
ten in den aktiven Bereich 22 injiziert werden und
dort unter Emission von Strahlung rekombinieren.
Der erste Kontakt 61 und der zweite Kontakt 62
sind jeweils Uber Durchkontaktierungen 63 durch den
Gehéausekorper 3 und Verbindungsleitungen 64 mit
dem Halbleiterchip 2 elektrisch leitend verbunden.
Die Verbindungsleitungen 64 erstrecken sich in la-
teraler Richtung Uber die Seitenflache 20 des Halb-
leiterchips 2 hinaus und bedecken den Gehausekor-
per 3 bereichsweise. In dem beschriebenen Ausfiih-
rungsbeispiel ist die Verbindungsleitung 64 als eine
Beschichtung ausgebildet. Davon abweichend kann
jedoch auch eine Drahtbond-Verbindung Anwendung
finden. Auf der der Montageflache 15 gegeniberlie-
genden Seite kann das Halbleiterbauelement 1 ein
Strahlungskonversionselement aufweisen (nicht ex-
plizit dargestellt).

[0083] Die geometrische Anordnung der Kontakte
und die Kontaktfihrung zum Halbleiterchip 2 kann je-
doch in Grenzen variiert werden. Beispielsweise kann
auch ein Halbleiterchip Anwendung finden, der ei-
ne vorderseitige und eine rickseitige Anschlussfla-
che aufweist. In diesem Fall ist nur eine Durchkon-
taktierung 63 erforderlich. Auch ein Halbleiterchip mit
zwei riickseitigen Anschlussflachen ist denkbar. Bei-
spielsweise kann der Halbleiterchip 2 auch als ein
Dunnfilm-Halbleiterchip mit einem elektrisch leitfahi-
gen Substrat 25 ausgebildet sein.

[0084] Zur Ermittlung der erzielbaren Effizienz wur-
den Simulationen durchgeflhrt, denen ein Halbleiter-
chip mit einem transparenten Substrat 25 zugrunde
gelegt wurde, sodass Strahlung auch zu einem er-
heblichen Anteil aus der Seitenflache 20 der Halblei-
terchips ausgekoppelt werden kann. Als Ausgangs-
punkt fir die Simulationen wurde eine Vergleichs-
struktur zugrunde gelegt, bei der der Halbleiterchip
rickseitig und an den Seitenflachen jeweils an ein
Material mit einer Reflektivitdt von 92 % angrenzt.
An der Vorderseite des Halbleiterchips ist ein Strah-
lungskonversionsmaterial ausgebildet. Durch eine
um den Halbleiterchip umlaufende Kehle, deren dem
Halbleiterchip abgewandte Grenzflache zur Seiten-
flache des Halbleiterchips mit einem Winkel von 45°
geneigtist, und die mit einem Strahlungskonversions-
material befillt ist, kann eine Steigerung der Effizienz
von 6 % erzielt werden.

[0085] Wird die Kehle nicht mit einem Strahlungs-
konversionsmaterial befillt, sondern mit einem Sili-
kon mit einem hohen Brechungsindex von etwa 1,5
so kann die Effizienz um etwa 6,25 % im Vergleich
zur Vergleichsstruktur erzielt werden. Den Simulatio-
nen wurde jeweils eine Hohe des Halbleiterchips von
150 ym zugrunde gelegt.
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[0086] Durch die beschriebene Kehle, kann also ei-
ne signifikante Erhéhung der Effizienz des Halbleiter-
bauelements auf technisch einfach zu realisierende
Weise erzielt werden.

[0087] Die Erfindung ist nicht durch die Beschrei-
bung anhand der Ausflihrungsbeispiele beschrankt.
Viel mehr umfasst die Erfindung jedes neue Merk-
mal sowie jede Kombination von Merkmalen, was
insbesondere jede Kombination von Merkmalen in
den Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn dieses
Merkmal oder diese Kombination selbst nicht explizit
in den Patentanspriichen oder den Ausfiihrungsbei-
spielen angegeben ist.

Patentanspriiche

1. Verfahren zum Herstellen einer Mehrzahl von
optoelektronischen Halbleiterbauelementen (1) mit
den Schritten:

a) Bereitstellen einer Mehrzahl von Halbleiterchips
(2), die in einer lateralen Richtung voneinander beab-
standet sind;

b) Ausbilden eines Gehdusekdérperverbunds (30), der
zumindest bereichsweise zwischen den Halbleiter-
chips angeordnet ist;

¢) Ausbilden einer Mehrzahl von Kehlen (4), die je-
weils an einen Halbleiterchip angrenzen und die in la-
teraler Richtung durch eine Seitenflache (20) des je-
weiligen Halbleiterchips und den Gehausekdrperver-
bund begrenzt sind; und

d) Vereinzeln des Gehausekdrperverbunds in eine
Mehrzahl von optoelektronischen Halbleiterbauele-
menten, wobei jedes Halbleiterbauelement zumin-
dest einen Halbleiterchip und einen Teil des Gehau-
sekdrperverbunds als Gehausekodrper (3) aufweist
und wobei die Halbleiterchips jeweils an einer ei-
ner Montageflache (15) gegenlberliegenden Strah-
lungsaustrittsflache (10) der Halbleiterbauelemente
frei von Material des Gehausekorpers sind.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Kehle
strahlungsdurchldssig ist oder eine Reflektivitat von
mindestens 80 % aufweist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei
die Halbleiterchips jeweils an der Montageflache der
Halbleiterbauelemente frei von Material des Geh&u-
sekodrpers sind.

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3,
bei dem die Halbleiterchips zur Ausbildung der Keh-
len vor Schritt b) mit einem Umformungsmaterial der-
art umformt werden, dass die Seitenflachen der Halb-
leiterchips zumindest teilweise bedeckt sind und das
Umformungsmaterial in Schritt b) von einer Form-
masse fiir den Gehausekorperverbund umformt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, bei dem die Halb-
leiterchips beim Aufbringen des Umformungsmateri-
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als auf einem Hilfstrager (5) angeordnet sind und das
Umformungsmaterial so aufgebracht wird, dass es
die Seitenflachen der Halbleiterchips und den Hilfs-
trager jeweils zumindest teilweise bedeckt.

6. Verfahren nach Anspruch 4, bei dem das Umfor-
mungsmaterial auf einen Hilfstrager (5) aufgebracht
wird und die Halbleiterchips so in das Umformungs-
material gedriickt werden, dass das Umformungsma-
terial zumindest bereichsweise die Seitenflachen der
Halbleiterchips bedeckt.

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 4 bis
6, bei dem das Umformungsmaterial ein Fullmaterial
(40) ist, das in den Halbleiterbauelementen verbleibt.

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 4 bis 6,
bei dem das Umformungsmaterial ein Hilfsmaterial
(41) ist, das nach Schritt b) entfernt wird.

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3,
bei dem Schritt ¢) nach Schritt b) durchgefiihrt wird,
wobei Material des Gehausekdrperverbunds zur Aus-
bildung der Kehlen entfernt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, bei dem
die Kehle nach Schritt b) mit einem Fillmaterial befillt
wird.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, bei dem die Halbleiterchips in Schritt b)
Uberformt werden und der Gehausekoérperverbund
nachfolgend gedinnt wird, so dass die Halbleiter-
chips bereichsweise freiliegen.

12. Optoelektronisches Halbleiterbauelement (1)
mit einer Montageflache (15) und einer der Monta-
geflache gegeniiber liegenden Strahlungsaustrittsfla-
che (10), wobei
— das Halbleiterbauelement einen zur Erzeugung
und/oder zum Empfangen von Strahlung vorgesehe-
nen Halbleiterchip (2) aufweist;

— das Halbleiterbauelement einen Gehausekorper (3)
aufweist, der den Halbleiterchip in einer lateralen
Richtung umgibt;

— der Halbleiterchip an der Strahlungsaustrittsflache
frei von Material des Gehausekorpers ist; und

— an eine Seitenflache (20) des Halbleiterchips eine
Kehle (4) angrenzt, die in einer parallel zur Montage-
flache verlaufenden lateralen Richtung durch die Sei-
tenflache des Halbleiterchips und den Gehausekor-
per begrenzt ist.

13. Halbleiterbauelement nach Anspruch 12, wo-
bei die Kehle entlang des gesamten Umfangs des
Halbleiterchips verlauft und sich von der Strahlungs-
austrittsflache aus gesehen in Richtung der Monta-
geflache verjlngt.
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14. Halbleiterbauelement nach Anspruch 12 oder
13, wobei die Kehle ein Strahlungskonversionsmate-
rial enthalt.

15. Halbleiterbauelement nach einem der Anspri-
che 12 bis 14, das nach einem der Anspriiche 1 bis
11 hergestellt ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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